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ARAHAN KEPADA CAI,ON:

sila pasttkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 5 muka surat
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan tnt.

Jawab mana-mana LIIVIA (5) soalan.

Lulcts raJah yang boleh memberlkan gambaran Jelas dt mana-mana sahaJa

yang perlu

Andalkan data tambahan, Jlka dfperlukan.

Aglhan markah bagt setlap soalan dtbertkan dt'sut sebelah kanan sebagai

peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan

berkenaan:

Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysia.
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1. (a) Terangkan mekanisma keruntuhan diod yang disebabkan oleh
'tebuk-tembus" ("punch through").

(2@k)

(b) Di bawah keadaan-keadaan apakah pecah runtuhan (avalanche

breakdown) berlaku dt dalam suatu stmpang p-n? Takrilkan faktor
pendaraban runtuhan (avalanche multtpltcaflon factor) dan pekalt
penglonan (Jangan terbttkan apa-apa ungkapan matemattk).

(300/6)

(c) Terangkan penerowongan mekanlk kuantum (quantum mechantcal
tunneling). Bagaimanakah kamu akan meningkatkan
kebarangkallan penerowongan (tunneltng probabtlity) dt dalam
suatu simpang p-n?

(3O9ro)

(d) Dalam suatu diod zener praktik, voltan pecah tebat (breakdown

voltage) adalah hampir-hampir tidak bergantung pada perbezaan

dalam suhu diod. Jelaskan.

l2U/61

2. (a) Suatu diod sawar Schottlry (Schottlry barrter diode) adalah dibuat
deirgan rnengendapkan (deposlting) suatu logam keatas suatu
semtkonduktor Jenis-n. Luklskan gambaraJah-gambaraJah Jalur
(band dtagrams) apabtla

(0 bahan bahan tersebut ttdak bersambung (the materials are

not connected).

(tt) dtod tersebut telah dtbentuk tetapt ttada voltan dtbekalkan
darl luar.
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(b)

(c)
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(iil) diod tersebut dl bawah ptncang ballkan'

TunJukkan voltan dalaman dan semua aras-aras tenaga yang

penttng, di mana-mana yang sesual.

(3Oo/o)

Bandlngkan diod sawar Schottlry (SBD) dan diod simpang p-n'

Apakah kebatkan-kebaikan diod sawar Schottlry.
(3Oo/o)

Lukiskan gambaraJah litar pengapit (clamp) dlod sawar schottky.

Terangkan fabrlkasi dan operaslnya.
(4U/o)

(a) Lukiskan rajah-rajah E(k) sl dan GaAs. Nyatakan secara kasar

aras-aras tenaga Penting.
(2Oo/ol

Suatu translstor slmpang dwtkutub stmpang-hetero (heteroJunction

bipolar Junction transistor) adalah diplncangkan dalam mod aktif.

Lukiskan gambaraJah Jalur tenaga dan terangkan operasinya'

(Jangan terangkan fabrikasi).
(4Oo/ol

Terangkan bagaimana gas elektron berdimensi-2 (2-dimensional

electron gas) dtgunakan dalam transistor kebolehgerakan elektron

tinggi (htgh electron rhobility transistor' HEMT). TunJukkan

bahawa operasinya adalah lebih kurang sama dengan translstor

separuh pengalir okstda logam (metal-oxide-semiconductor

transistor. MOSFET).

{4OVol

3.

(b)

(c)
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Luldskan satu gambaraJah kemas bagl menunJukkan struktur
hablur GaAs. untuk wafer semtkonduktorJents-n, dipotong dalanr

satah (lOO). tunJukkan bahagtan terpotong di atas permukaannya.
(Show the flats ground on tts surf,ace).

(300/6)

Lu}ilskan suatu persedlaan pengokstdaan terma yang tipikal (typtcat

thermal oxldation setup) dan namakan bahaglan-bahagtan yang
berlainan. Tullskan tindakbalas-ilndakbalas klmta untuk
pengokstdaan kertng dan basah slltkon.

(2W/ol 
.

untuk struktur hablur silikon, cartkan bilangan atom bagi settap

unit luas (number of atoms per unit area) dalam satah (lOO), (l lO) dan
(l I l). Pemalar ke}dst (latttce constant) = b.434. Berdasarkan
maklumat ini, huraikan mana-mana dua penggunaan dt dalam
teknologl perantt.

(5Oo/o)

(a) suatu wafer slltkon adalah drdop dengan resapan terma (thermal

dtffuslon) $an penanaman ton (ion implantation). Lakarkan
ketumpatan bendastng melawan kedalaman (concentrailon of
tmpuritles agatnst depth) dt bawah permukaan wafer.

Apakah kebalkan-kebaikan spestftk dua kaedah ini?

(3Wol

(b) Terangkan persamaan resapan. Ftck. (Fick's dlffusion). Terbttkan
dalam bentuk matemattk. Nyatakan kaedah uJlkaJl awal dan akhtr

.bagt taburan Gaussian dan fungst ralat (state inittal and ftnal
experlmental condluons for error function and Gausslan
dtstrtbuttons). Jangan terbltkan ungkapan matematik.
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(a)4.

(b)

(c)

5.
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(c) Lulidskan gambaraJah berlabel bagi mesin penanaman lon (lon

implantatlon machlneJ. Apakah dta penyaluran lon? (lon

channelling).
(3U/o)

6. o Tuliskan nota-nota pendek mengenal mana-mana DUA darl bertkut:-

(a) sel suria : binaan ttpikal (typtcal construction), litar setara

(equivalent circuit) dan kesan fotovolta (photovaltalc effect).

(5Oolo)

(b) fotolitografi (photolithography) : kaedah-kaedah pendedaharr

(exposure methods), Jents-Jents topeng (mask lypes) dan bahan-

bahan fotobertntangl (photoresist matertals).

(5O%o)

(c) Transistor aruharf statik (static lnductlon translstor SIT) : fabrtkasi,

cirl-clrt IV dan pembentukan saluran. (channel formation).

(5@/o)

(d) FET separuh pengalir logam (Metal Semtconductor FET, MESFET) :

' fabrikasl, operasl dan penglraan frekuensl potong (cut-off

frequency).

(5OoZo)

- oooOooo -
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